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【手続補正書】
【提出日】平成27年1月12日(2015.1.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】記憶装置
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トランジスタを介してデ
ータの値に従った量の電荷が供給される記憶素子と、を複数のメモリセルにそれぞれ有し
、
　前記複数のメモリセルのうちバリッドビットに対応するメモリセルの前記データの保持
時間は、前記複数のメモリセルのうちデータフィールドに対応するメモリセルの前記デー
タの保持時間よりも、短いことを特徴とする記憶装置。
【請求項２】
　チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トランジスタを介してデ
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ータの値に従った量の電荷が供給される記憶素子と、を複数のメモリセルにそれぞれ有し
、
　前記複数のメモリセルのうちバリッドビットに対応するメモリセルの容量値は、前記複
数のメモリセルのうちデータフィールドに対応するメモリセルの容量値よりも小さいこと
を特徴とする記憶装置。
【請求項３】
　チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トランジスタを介してデ
ータ線からデータの値に従った量の電荷が供給される記憶素子と、を複数のメモリセルに
それぞれ有し、
　前記複数のメモリセルのうちバリッドビットに対応するメモリセルの前記トランジスタ
がオフの期間における前記データ線の電位は、前記複数のメモリセルのうちデータフィー
ルドに対応するメモリセルの前記トランジスタがオフの期間における前記データ線の電位
よりも、低いことを特徴とする記憶装置。
【請求項４】
　チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トランジスタを介してデ
ータ線からデータの値に従った量の電荷が供給される記憶素子と、を複数のメモリセルに
それぞれ有し、
　前記複数のメモリセルのうちバリッドビットに対応するメモリセルの前記データを読み
出す前に前記データ線に与えられるプリチャージ電位は、前記複数のメモリセルのうちデ
ータフィールドに対応するメモリセルの前記データを読み出す前に前記データ線に与えら
れるプリチャージ電位よりも、高く、
　前記データのデジタル値の判別は、前記プリチャージ電位と、前記データの読み出し時
における前記データ線の電位との比較により行うことを特徴とする記憶装置。
【請求項５】
　チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トランジスタを介してデ
ータ線からデータの値に従った量の電荷が供給される記憶素子と、を有する複数のメモリ
セルと、
　複数の前記データ線を介して前記複数のメモリセルとそれぞれ電気的に接続された複数
の論理回路と、
　を有し、
　前記複数のメモリセルのうちバリッドビットに対応するメモリセルにおいて前記データ
線を介して電気的に接続された前記論理回路の閾値電位は、前記複数のメモリセルのうち
データフィールドに対応するメモリセルにおいて前記データ線を介して電気的に接続され
た前記論理回路の閾値電位よりも、高いことを特徴とする記憶装置。
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